光励起状態の輻射及び無輻射緩和(講義ノート) by 住, 斉
Title光励起状態の輻射及び無輻射緩和(講義ノート)
Author(s)住, 斉































記録 :京大 ･理 小林俊裕,中谷博之,渡辺英生
- 579-
住 斉
一 十 一 1- -
′一､





























































































































と規格化されているものとする｡ (13)は Fb'rster-Dexterの関係式として有名である｡ この
式自体は,もっと一般的な状況で成立し,励起及び電子移動を記述する最も基礎的な関係式の
一つである｡3)
特に,]donorと acceptorのそれぞれについて2つのポテンシャル曲線 vg とV｡の曲率が
等しい場合には,
ド ::Qi,'=三 二i_2Si)2.Ei(i=1,2) (14)
と書ける｡この場合の発光 ･吸収云ベクトルは(6), (7)に与えられているので,これを(13)
に代入して計算すると












































































<V2> = 石 2<Q2>- 石22SkBT,
芯 :フォノンの平均周波数


























































となる.この場合, pre-factor-1 はもはやJに依らなくなるO(この factorは attempt27C
frequencyと呼ばれている｡)































































































































































































































なる関係 と, (4 4 ) , (45)を用い
< -･>-T r [ - βg],
及び
< - >321=< ･･･∂(Ve(Ql)-Vg(Qlト Bl)>
÷ <∂(V｡(Ql)-Vg(Ql)-Bl)>
なるnotationを使うと,



























は,図中例 1及び例2の場合がある｡例 1では, t≦td で,hottransferは熱活性化なしに
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(i) E.(t･Bl)が t-tcでE｡をよぎる場合 (図 13の例 1)







N｡.｡.空 王 は Landau_Z｡n｡,公式の最初の展開項である｡
iI;l











これらの定義と, (39),(50)を使 うと, (52)の expの中は次のように変形できる｡
















･xo･f(x0,, - [ '(= '二 fE.I:; ;rEEAi`EA (56)












(C) Ei>EA/92(即ち,布 石 <9)
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Fig.15
hottransferからhot無頼射遷移 (又は反応 )-の一般化




v g'Ql)- * lQ…, Ve'Ql)-* l (Ql-2Sl)2+El･Sl
(56)
vg(Q2)-た Q…, Ve(Q2)-た (Q2-2S2)2+Ea-52
と表わせる｡また,Sl･S2･Ql･Q2を
S-sl+S2, S'-(SIl+S;1)-1





vg(QlH V｡(Q2,-El - 去 (Q′2十Q2ト Q･Ea-EI




























































三号 iwj Q ,･2
を最小にするように決めてやると,
』














tl･ t l′･ t2･ t 2′, t3･ t3′,･･･
とし,そのときの速度は,
d








































































































































このことは,実際,脇田 ･鈴木 ･平井の実験 12)と良く対応する｡ 彼らによると,図21に
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･X EALd叶ふiL) EL EA(R∈DR)8(確飴噛
0 I.34-ん I.Iev 0､4-らtv 0.4官
0.′∫ I.I ∫./ 0.58 0.3才







九㌔ 浴〟 半導体 電:極
(T.○之.rJ-ど)
Fig.24
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-を散逸する｡その際に,水分子の分解が促進されるという過程が起っていると思われる｡
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